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１．概要（Summary） 

SOI ウェハからつくった片持ちはりのハンドルレイヤー

の深堀 Siエッチングを行った。 

エッチングを行ったサンプルのうち、一つはSiが変質し

てできるブラックシリコンが発生している状況であった。西

澤センターの利用が初めてということもあって、ブラック Si

の除去と深堀エッチングのレシピについても相談に乗っ

ていただいた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

Deep-RIE 2号機 住友精密 MUC-21 ASE-SRE 

【実験方法】 

DeepRIE 装置にダミーウェハに取り付けたサンプルを

導入し、エッチングを行った。今回は 2 枚のウェハを装置

に導入した。1 枚目のウェハ導入の際は、サンプルによる

エッチング深さをそろえるため、ダミーウェハに取り付けた

2 つのサンプルのうち、片方をポリミドテープで覆って、エ

ッチングを行った。片方のサンプルのブラックシリコンをあ

る程度除去したあと、ハンドルレイヤーを最後までエッチ

ングした。そののち、エッチングが終了したサンプルをポリ

ミドテープで覆い、最初にポリミドテープで覆った方をエッ

チングした。次に 2 枚目のウェハを導入し、深堀エッチン

グを行った。1枚目、2枚目のウェハとも，シリコン層がほと

んどなくなったところでレシピを SOI 用に切り替え、ハンド

ルレイヤーが完全になくなるまでエッチングをした。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ブラックシリコンのあったサンプルも含め、全てのサンプ

ルのハンドルレイヤー除去に成功した。 

チャンバー内の汚染が少なく、プロセスレシピが最適化

されており、装置の冷却も的確に行えたことから、ブラック

シリコンが再発することもなく、サンプルを処理することが

できたと考えられる。 

ハンドルレイヤー除去後、ダミーウェハからサンプルを

取り外した完成デバイスを Fig. 1に示す。ブラックシリコン

による削り残りもなく、きれいにカンチレバーをリリースでき

た。カンチレバーが上向きに反っているが、これはカンチ

レバー上に圧電層を堆積させた際に生じた残留膜応力の

影響である。 

 

Fig. 1 SEM image of a cantilever. 
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